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第 4 章では、 GaAs/AIAs 超格子に超強磁場を印加してサイクロトロン共鳴現象を観測し、電子有効質量やバンド構









(1) 強磁場下での GaAs 量子細線中の電気伝導について久保公式を用いた解析により、この系における電流成分には
電子光学ブォノン相互作用による電流成分とポテンシャルによる電流成分の 2 種類が寄与していることを指摘し、











(3) これまでフォトルミネッセンス法などによって観測されてきた (GaAs)n/ (AIAs) n 超格子の r-x クロスオーバを
サイクロトロン共鳴によって初めて観測している。積層数が n=15付近で超格子が r-x クロスオーバすること、 n二
16の超格子が磁場印加によって約80 T で r-x クロスオーバすることなどを実験的に確認している。また、低温の測
定では不純物サイクロトロン共鳴を観測し、共鳴磁場の室温時からのシフト量より電子の不純物への束縛エネルギ
ーを見積もっている。さらに、超格子の成長方向に斜めから磁場を印加させてサイクロトロン共鳴の観測を行い、
ランダウ準位間の相互作用によって共鳴磁場が変化することを観測し、この共鳴磁場の変化量から AIAs 中の X点
における電子の横有効質量を0.21 m。、縦電子有効質量を1. 04 m。と求めている。
以上のように、本論文では量子細線構造と超格子構造について、その電子状態および電子輸送に関する基礎的物性
について解析を行っている。特に、 GaAs 量子細線構造では電子一光学フォノン相互作用が電気伝導に及ぽす影響、
GaAs/AIAs 超格子構造ではバンド構造とその中での電子有効質量について詳しく解析が行われ、多くの新しい知見
を得ており、今後の素子応用に向け、半導体工学を通して電子工学分野に寄与するところが大きい。よって、本論文
は博士論文として価値あるものと認める。
